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Abstract 

본 강의는 최신 반도체 제조 기술 중 하나인 3나노미터(3nm)급 공정을 기반으로 한 GAA(Gate-

All-Around) MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 소자에 대한 구조와 동작 

이해를 중점으로 다룹니다. 최근 발표된 연구 기술과 논문을 기반으로 반도체 소자의 연구 동향

과 기술적인 이슈를 탐구합니다. 


